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SiC溶液成長による結晶中の欠陥密度の低減 

Reduction of dislocation in SiC crystal by solution growth 
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1   はじめに 
	 SiCはシリコンパワーデバイスの性能を遙かに
凌ぐ材料として期待されている。現在市販の SiC
基板は主に昇華法で成長されているが、多くの

欠陥が含まれ、デバイス特性に重篤な影響を与

えることが知られている。これに対して SiC溶液
成長法は高品質 SiC結晶成長を実現する手法とし
て期待されている。過去の研究ではオフ角のつい

た基板の Si面を用いた SiC溶液成長法で、貫通ら
せん転位（threading screw dislocation, TSD）
や貫通刃状転位（threading edge dislocation, 
TED）を基底面欠陥（basal plane defect, 
BPD）に変換し結晶外に排出することで低欠陥化
できることが明らかになっている[1,2]。しかし、溶
液法による結晶の高品質化は主にエッチピット密

度で確認されているが、条件によって TSDと TED
の区別がつきにくい場合があり、欠陥ごとの減少

量を定量評価する際には課題となっていた。 
本研究では溶液成長法で成長した SiC結晶を X線

トポグラフィによる欠陥密度評価し、欠陥ごとの密

度減少量を定量的に評価することを目的とする。 
 

2   実験 
名古屋大学において転位変換現象を利用した SiC

結晶厚膜成長により欠陥密度を低減した SiC 結晶を
作製した。その後 Photon Factory において SiC 結晶
中の各転位の密度を定量的に評価するために X 線ト
ポグラフィによる欠陥評価を行った。 

 
3   結果および考察 
	 SiC 溶液成長法において Si 面の厚膜成長を行い厚
さ約 700 μm まで成長した結晶の転位密度を反射配
置 X 線トポグラフィ法によって評価した。反射 X
線は原子核乾板に照射し、現像のした後に透過型の

光学顕微鏡を用いてトポグラフィ像を観察し、TSD、
TED、BPDの数を全数評価した。	

	 Table 1に市販 SiCウェハと本研究で作製した SiC
結晶の各転位密度の比較を示す。SiC溶液成長によ
る転位変換現象によって TSDおよび TEDが BPDに
変換し排出され、市販基板に比べて密度がおよそ二

桁低い値となっていることが明らかとなった。BPD
においても密度の桁数は変わらないが絶対数として

は減少の傾向があり、今後さらに更に成長条件を検

討し厚膜化していくことで BPD密度も減少する可
能性が示唆された。SiC溶液成長によってデバイス
特性に重篤な影響を与える欠陥密度を市販基板に対

して低減した高品質結晶成長に期待ができる。 
4   まとめ 
溶液成長法で成長した SiC 結晶の TSD、TED、

BPD 密度を反射配置 X 線トポグラフィ法によって
定量的に評価することに成功した。TSD および

TED においては市販基板に対して二桁低い値となっ
ており、SiC 溶液成長によって欠陥密度が低減し高
品質結晶成長が可能となる可能性が示唆された。 
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Table 1:市販基板と成長結晶の欠陥密度 
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